BC 173

BC 173

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor
besonders geeignet fir rauscharme NF-Vor- und Treiberstufen
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Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 20 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 Vv
Emitter-Basis-Spannung Ueao 5 Vv
Kollektorstrom le 100 mA
Verlustleistung bei Ty, = 25°C Piot 200*%) mw
Sperrschichttemperatur T, 125 W
Lagerungstemperaturbereich Ts =55....4+125 '°C

Statische Kennwerte bei 7, = 25°C
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

Die Transistoren werden nach der Kleinsignal-Stromverstarkung h,, in

2 Gruppen (B und C) ausgemessen. Bei Ugs = 5V gelten folgende
B-Werte:

BC173B BC173C

bei Ic = 0,01mA B 150 (> 40) 270 (> 100)
bei Ic = 2mA B 290 520

bei Ic = 20mA B 350 620

bei Ic = 100mA**) B 300 500
Basis-Emitter-Spannung bei Ug = 5V,

lc = 0,01mA Use 0,5 \'
lc = 2mA Use 062(055...0,7) V
lc = 20mA Use 0,7 Vv
lc = 100 mA Use 0,76 Vv
Kollektor-Sattigungsspannung

bei Ilc = 10mA, Is = 0,5mA Ucesa 0,09 (< 0,25) \"
beilc = 100mA, Is = 5 mA Ucesa 0,2 (< 0,6) V

‘) Dieser Grenzwert gilt dann, wenn die AnschluBdrédhte in 2 mm Abstand
vom Gehduse auf 25 °C gehalten werden.
**) Impulsmessung

Basis-Séttigungsspannung
bei lc = 10mA, Ig = 0,5mA
bei lc =100mA, Is = 5 mA

Kollektorreststrom
bei Ueggg = 20V

bei Ucgp = 20V, T; = 125°C

Warmewiderstand

Sperrschicht - umgebende Luft

Usge sat
Use sat

Dynamische Kennwerte bei 7, = 25°C

Transitfrequenz bei Ic = 10mA,

Uee = 5V, f = 100MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
bei Uggg = 10V, f = 1MHz

Emitter-Basis-Kapazitat

bei Uggp = 0,5V, f = 1MHz

Rauschfaktor bei I = 0,2mA,

Um _— 5V. Ra i QKQ,
Af = 30Hz...15kHz
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Die Transistoren werden nach der Kleinsignal-Stromverstarkung hzys in
2 Gruppen (B und C) ausgemessen. Die folgenden Kleinsignal-Kennwerte

gelten bei Ic = 2mA, Uege = 5V, f = 1kHz.

Stromverstarkung
in Emitterschaltung

Eingangswiderstand
in Emitterschaltung
in Basisschaltung

Spannungsrickwirkung
in Emitterschaltung
in Basisschaltung

Ausgangsleitwert
in Emitterschaltung
in Basisschaltung

BC173B
330 (240."..500)

45(3,2...8,5)
13,5

2
2,8

30 (<60)
0,06

BC173C

600 (450...900)
87(6...15) kQ
135 Q

3 x 1074
6 x 1074
60 (< 110) uS
0,07 uS

*) Dieser Wert gilt dann, wenn die AnschluBdréhte in 2 mm Abstand vom
Gehduse auf 25 °C gehalten werden.



